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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Цель работы: изучение свойств выпрямительного кремниевого, германиевого полупроводниковых диода, кремниевого стабилитрона, измерение их вольт-амперных характеристик и параметров.
1. Схемы исследования.
Схема измерения прямой ветви вольт-амперной характеристики  кремниевого диода и стабилитрона приведена на рис. 1.1.
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Рис.1.1

Схема измерения обратной ветви вольт-амперной характеристики стабилитрона изображена на рис. 2.2.
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Рис.2.2

R = 510 Ом.

Германиевый диод – Д304

Кремниевый диод – КД202

Стабилитрон – КС156А

2. Таблицы измерений.

Табл.1. Прямая ВАХ диодов Uпр,(Iпр.)

[image: image3.emf]I, mA 0 10 20 30 40 80 120 160 200 240 280

Д304 Uпр., В 0 0,06 0,08 0,09 0,1 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17

КД202 Uпр., В 0 0,45 0,49 0,51 0,52 0,55 0,57 0,58 0,59 0,6 0,6

КС156А Uпр., В 0 0,59 0,6 0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,66 0,66 0,67


Табл. 2.Обратная ВАХ германиевого диода Iобр.(Uобр.)

[image: image4.emf]Uобр., В 0 0,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Iобр., В 0 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3


Табл.3. Обратная ВАХ стабилитрона.


[image: image5.emf]Ur, В 0 0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

U, В 0 5 6,1 7 7,7 8,3 9 9,6 10,2 10,8 11,4 12

Iобр., mA 0 0,20 0,98 1,96 2,94 3,92 4,90 5,88 6,86 7,84 8,82 9,80

Uобр., В 0 4,9 5,6 6 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7


3. Расчеты.
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формуле 
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, где 
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Определение дифференциального сопротивления в точке при Iпр=200 мА. Для кремниевого диода
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4. Графики.
[image: image11.emf]Прямая ВАХ Д304, КД202, КС156А
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[image: image12.emf]Обратная ВАХ германиевого диода
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[image: image13.emf]ВАХ Стабилитрона
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5. Вывод.

В ходе выполнения лабораторных работ были изучены свойства полупроводниковых диодов, построены их вольтамперные характеристики и рассчитаны некоторые параметры.
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